
2Т324А-1, 2Т324Б-1, 2Т324В-1, 2Т324Г-1, 2Т324Д-1, 
2Т324Е-1, КТ324А-1, КТ324Б-1, КТ324В-1, КТ324Г-1,

КТ324Д-1, КТ324Е-1

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные струк
туры п-р-п переключательные и усилительные с ненормирован
ным коэффициентом шума. "1редназначены для применения в 
переключающих устройствах (2Т324А—1, 2Т324Б—1, 2Т324В— 1, 
2Т324Г-1, КТ324А-1, КТ324Б-1, КТ324В-1, КТ324Г-1) и уси
лителях высокой частоты {2Т324Д—1, 2Т324Е—1, КТ324Д— 1,

2Т12Ш-1 - [  1) КГ32Ш-1 Е-1)
КТ324Е—1). Бескорпусные 
без крист аллодержателя с 
гибкими выводами и защит
ным покрытием. Выпуска
ются в сопроводительной 
таре. Тип прибора указыва
ется в этикетке.

Масса транзистора не 
более 0,002 г.

Изготовитель — акцио
нерное общество «Светла
на», г. Санкт-Петербург.

Электрические параметры
Статический коэффициент передачи тока
в схеме ОЭ при С/  ̂ = 0, /э = 10 мА:

Т= +25 ”С:
2Т324А-1, КТ324А -1 .............................  20...60
2Т324Б-1, 2Т324Г-1, КТ324Б-1,
КТ324Г-1.................................................... 40... 120
2Т324В-1, КТ324В-1..............................  80...250
2Т324Д—1, КТ 324Д -1 .............................  20...80
2Т324Е—1, КТ324Е—1 ..............................  60...250

Г = -6 0  °С:
2Т 324А -1 ...............................................  8...60
2Т324Б—1, 2Т324Г— 1 ............................... 16...120
2Т324В-1.................................................... 32...250
2Т 324Д -1 ..................................................  8...30
2Т324Е— 1.................................................... 24...250
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Г = +35 вО
2Т 324А -1 .................................................  20... 120
2Т324Б— 1, 2Т324Г— 1 ..............................  40...240
2Т324В— 1...................................................  80...500
2Т324Д -1..................................................  20... 160
2Т324Е-1.................................................... 60...500

Граничная частота коэффициента передачи 
тока при (Укв = 2 В, /э = 5 мА, не менее:

2Т324А-1, 2Т324Б-1, 2Т324В-1,
КТ324А-1, КТ324Б-1, КТ324В-1...............  800 МГц
2Т324Г-1, 2Т324Д-1, 2Т324Е-1,
КТ324Г-1, КТ324Д-1, КТ324Е-1................  600 МГц

Постоянная времени цепи обратной связи 
при С1КБ = 2 В, /э = 5 мА, Г= 10 МГц для 
2Т324Д-1, 2Т324Е— 1, КТ324Д-1, КТ324Е-1,
не более...................................................................  180 пс
Время рассасывания при /к = 10 мА, /Б1 = 1 мА,
42 = 1,2 мА, /?к = 75 Ом, не более:

2Т324А-1, 2Т324Б— 1, 2Т324В-1,
КТ324А-1, КТ324Б— 1, КТ324В-1............... 10 нс
2Т324Г-1, КТ324Г-1......................................  15 нс

Граничное напряжение при /э = 1 мА для 
2Т324А-1, 2Т324Б-1, 2Т324В-1, 2Т324Г-1,
2Т324Д— 1, 2Т324Е— 1, не менее..........................  5 В
Напряжение насыщения коллектор— эмиттер
при 4 = 10 мА, 4 = 1 мА> не более..................  0,3 В
Напряжение насыщения база— эмиттер
при 4 = 10 мА, 4 = 1 мА, не более..................  1,1 В
Обратный ток коллектора при Окь = 10 В, 
не более:

Т = +25 “С ........................................................  0,5 мкА
Г = +85 °С для 2Т324А-1, 2Т324Б-1,
2Т324В-1, 2Т324Г—  1, 2Т324Д-1,
2Т324Е-1..........................................................  10 мкА

Обратный ток эмиттера при (УЭ6 = 4 В,
не более...................................................................  1 мкА
Емкость коллекторного перехода
при С/КБ = 5 В, не более ........................................ 2,5 пФ
Емкость эмиттерного перехода при = 0,
не более...................................................................  2,5 пФ

          ООО компания "Электроника и Связь"       
            www.eandc.ru    +7(473) 277-14-34          

 
 2
 



Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор— база....... 10 В
Постоянное напряжение коллектор— эмиттер
при /?БЭ ^  3 кОм...................................................... 10 В
Постоянное напряжение эмиттер— база...........  4 В
Постоянный ток коллектора...............................  20 мА
Импульсный ток коллектора при ?и ^  10 мкс,
0 >  10....................................................................... 50 мА
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:

при Г ̂  +55 °С ................................................  15 мВт
при Г -  +85 °С ................................................  5 мВт

Тепловое сопротивление......................................  3 °С/мВт
Температура р-л перехода................................... +100 °С
Температура окружающей среды......................  — 60...+85 °С

При эксплуатации транзисторов в составе микросхем дол
жен быть обеспечен теплоотвод от кристалла с #т ^  3 °С/мВт.
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Зависимость статиче
ского коэффициента 

передачи тока от тока 
коллектора

Зависимость граничной 
частоты от тока эмит

тера

Зависимость напряже
ния насыщения коллек
тор— эмиттер от темпе

ратуры
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